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ワイドギャップ p型半導体ではO 2pによる価電子帯の強い局在性のため正孔の有効質量が増大

する。そのためこれまで CuAlO2
[1]や LaCuOS[2]では価電子帯に Cu 3dや S 4p性を導入して価電子

帯の局在化を低下させる試みが行われてきた。しかし、ワイドギャップ n型半導体の In2O3が伝導

帯に In 5s性を使って高い移動度を実現することを考えれば、価電子帯にも s軌道性を導入するこ

とが望ましい。Sn 5sからなる価電子帯をもつ SnOが高い正孔移動度(〜2.4cm2/Vs)[3]を示すことは、

この考え方が妥当であることを示している。我々はこの考えに基づき、同じく Sn 5s からなる価

電子帯をもつ多元系 Sn2+酸化物である Sn2Nb2O7に着目し、その p型化やキャリア生成機構につい

て報告した[4]。この材料では、キャリア生成は Nbサイトへの Sn4+の置換欠陥が支配的であること

や酸素欠損による電荷補償の抑制が重要であることが分かった。そこで同じく多元系 Sn2+酸化物

である SnNb2O6について p型化とそのキャリア生成機構を報告する。 

SnNb2O6は、図 1 のように Nb2O6八面体と Sn が積層した

結晶構造をもつ。ここで Nb2O6八面体は Sn2Nb2O7において p

型キャリアを生成するサイトとして働くことからキャリア

生成サイトとしての働きが期待できる。一方、Snはキャリア

輸送に寄与するため、キャリア生成層と輸送層の分離が可能

となる。しかし、酸素欠損量の増大に伴い過剰な電子が生成

し正電荷が補償されるため、正孔キャリアの導入が難しいと

いう問題があり、これまでは p 型化に至らなかった[5]。そこで我々は、Sn2Nb2O7と同様に焼成条

件により欠陥生成の制御を行うことで正孔導入を試みた。その結果、SnNb2O6においても p 型伝

導の実現に成功した。本講演では、p 型 SnNb2O6の作製条件や構造欠陥によるキャリア生成機構

について Sn2Nb2O7と比較検討した結果を発表する。 
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図 1 SnNb2O6の結晶構造 

表 1 作製した SnNb2O6の電気物性 (300K) 
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